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(57) Abstract: The invention relates to an interposer for a semiconductor module that consists of a carrier base (10) in the form of
a film on whose upper face a semiconductor component (2) and its component interconnectors (21) are directly applied. From the
lower face of the carrier base (10) throughbores (11) are introduced in such a manner that the component interconnectors (21) of the
semiconductor component are exposed. The throughbores are contacted with the component interconnectors of the semiconductor
component by way of a metallized layer (12, 22). The walls of the throughbores (11) are then exposed from the lower face of the
support base by annular notches (14) so that chimney-shaped, recessed studs (15) are produced that form the external connections
for the module for providing the contacts on a printed circuit board.

—

(57) Zusammenfassung: Der Zwischentréger fiir ein Halbleitermodul besteht aus einem Tréagerkorper (10) in Form einer Folie, auf
deren Oberseite eine Halbleiterkomponente (2) mit ihren Bauteil-Anschlufelementen (21) unmittelbar aufgebracht wird. Von der
Unterseite des Tragerkorpers (10) werden Durchgangslécher (11) so eingebracht, daf3 die Bauteil-Anschlufelemente (21) der Halb-
leiterkomponente freigelegt werden. Die Durchgangsldcher werden durch eine Metallisierung (12,22) mit den Bauteil-AnschluB3ele-
menten der Halbleiterkomponente kontaktiert. AnschlieBend werden die Winde der Durchgangslocher (11) von der Unterseite des
Tréagerkorpers her durch ringformige Einkerbungen (14) freigelegt, so daB kaminférmige, vertiefte Hocker (15) entstehen, die als
AuBenanschliisse fiir das Modul zur Kontaktierung auf einer Leiterplatte dienen.
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Beschreibung

zwischentriger fiir ein Halbleitermodul, unter Verwendung ei-
nes derartigen Zwischentrigers hergestelltes Halbleitermodul
sowie Verfahren zur Herstellung eines derartigen Zwischentréa-

gers

Die Erfindung betrifft einen Zwischentrager fir ein Modul mit

mindestens einer Halbleiterkomponente, bestehend aus einem

flachen Triagerkdrper mit

- einer Oberseite, auf der Innenanschliisse zur Verbindung
mit Bauteil-AnschluBelementen einer Halbleiterkomponente
ausgebildet sind,

- einer Unterseite, welche mit Aubenanschliissen zur Kontak-
tierung mit einem Schaltungstradger versehen ist, und

- Durchgangsléchern zwischen der Oberseite und der Untersei-
te, deren Wande zumindest teilweise metallisiert sind und
jeweils eine leitende Verbindung zwischen einem Innenan-
schluB der Oberseite und einem entsprechenden Aulenan-
schluB der Unterseite herstellen.

Weiter bezieht sich die Erfindung auf ein unter Verwendung

eines derartigen Zwischentr&gers hergestelltes Halbleitermo-

dul und ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Zwi-

schentrédgers.

Durch die zunehmende Miniaturisierung integrierter Schalt-
kreise besteht das Problem, immer mehr elektrische Verbindun-
gen zwischen dem eigentlichen Halbleiter und einem Schal-
tungstrédger, also einer Leiterplatte, auf engstem Raum unter-
zubringen. Je feiner aber die Strukturen des Halbleiterchips
und der Verbindungsleiter sind, umso mehr sind sie durch un-
terschiedliche Ausdehnungen der beteiligten Materialien, ins-
besondere des HalbleiterkOrpers einerseits und der aus Kunst-
stoff bestehenden Leiterplatte andererseits, gefahrdet.

Eine wesentliche Rolle bei der Kontaktierung von Halbleiter-

chips spielt der Zwischéntrager oder Interposer, mit dem ein
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oder mehrere Chips zu einem Modul verbunden wird bzw. werden,

das dann auf dem Schaltungstréger kontaktiert wird.

Bei der sogenannten BGA (Ball Grid Array)-Technik wird ein
7swischentrager an seiner Unterseite fléchig mit Loth&ckern
versehen, die eine Oberflichenmontage auf einer Leiterplatte
ermdglichen. Die Lothécker dienen dabei einerseits als elek-
trische Anschliisse und andererseits als Abstandshalter fiir
den Ausdehnungsausgleich zwischen den verschiedenen Materia-
lien, namlich dem Zwischentrdger und der Leiterplatte. Auf
der Oberseite des Zwischentrégers kann der Halbleiterchip be-
festigt und beispielsweise mit Bonddrdhten kontaktiert sein.
Rekannt ist auch eine Flipchip-Montage, wobel die Anschliisse
des ungehiusten Halbleiters unmittelbar mit Leiterbahnen auf
der Oberseite des Zwischentrigers verbunden werden. Um in
diesem Fall einen Ausdehnungsausgleich zwischen dem Halblei-
terkdrper und dem Zwischentrdger zu schaffen, ist in der Re-
gel eine Unterfiillung (underfill) des Halbleiters erforder-
lich, was einen zusdtzlichen, komplizierten und teueren Pro-
zeBschritt erforderlich macht, der auBerdem eine nachtragli-

che Reparatur nicht mehr ermtglicht.

Bei der sogenannten PSGA (Polymer Stud Grid Array)-
Technologie wird als Zwischentrdger ein spritzgegossenes,
dreidimensionales Substrat aus einem elektrisch isolierenden
Polymer verwendet, auf dessen Unterseite beim Spritzgielen
mitgeformte Polymerhdcker flachig angeordnet sind (EP 0 782
765 Bl). Diese Polymerhdcker sind mit einer lotbaren Endober-
flache versehen und bilden so AuBenanschliisse, die iiber inte-
grierte Leiterziige mit Innenanschliissen fiir eine auf dem Sub-
strat angeordnete Halbleiterkomponente verbunden sind. Die
Polymerhtdcker dienen als Abstandshalter des Moduls gegeniiber
einer Leiterplatte und sind so in der Lage, unterschiedliche
Ausdehnungen zwischen Leiterplatte und Zwischentriger auszu-
gleichen. Die Halbleiterkomponente kann auf der Oberseite des
Zwischentragers tiber Bonddrahte kontaktiert sein; mdglich ist
aber auch eine Kontaktierung, bei der die unterschiedlichen
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Warmeausdehnungskoeffizienten analog Uber Polymerhécker auf

der Oberseite des Zwischentridgers ausgeglichen werden.

Aus der WO 89/00346 Al ist ferner ein Single-Chip-Modul be-
kannt, bei welchem das spritzgegossene, dreidimensionale Sub-
strat aus einem elektrisch isolierenden Polymer auf der Un-
terseite angeformte Polymerhécker tragt, die in einer oder
mehreren Reihen entlang dem Umfang des Substrats angeordnet
sind. Ein Chip ist auf der Oberseite des Substrats angeord-
net; seine Kontaktierung erfolgt iiber feine Bonddridhte und
Leiterbahnen, die dann ihrerseits iber Durchkontaktierungen
mit den auf den unterseitigen Hockern ausgebildeten Aubenan-
schliissen verbunden sind. Der Zwischentrdger besitzt bei die-

ser Gestaltung eine verhiltnismdfig groBRe Ausdehnung.

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, einen Zwischentréger
fiir ein Halbleitermodul der eingangs genannten Art zu schaf-
fen und ein Herstellungsverfahren fiir einen solchen Zwischen-
tridger bzw. ein solches Modul anzugeben, wobel eine unmittel-
bare Kontaktierung der Halbleiterkomponente ohne Unterfiillung
auf dem Zwischentriger und eine Kontaktierung des Zwischen-
tridgers auf einem Schaltungstrdger ohne zusatzliche Mafnahmen
moglich werden, wobel die unterschiedlichen Ausdehnungs-
koeffizienten der verwendeten Materialien nicht nachteilig in
Erscheinung treten. Dabei soll die Halbleiterkomponente mit
dem Zwischentridger ein Modul von sehr kompakter Bauform erge-

ben.

ErfindungsgemaB wird der erste Teil der Aufgabe geldst durch

einen Zwischentriager fiir ein Modul mit mindestens einer Halb-

leiterkomponente, bestehend aus einem flachen Tragerkdrper

mit

- eiliner Oberseite, auf der Innenanschliisse zur Verbindung
mit Bauteil-AnschluBelementen einer Halbleiterkomponente
ausgebildet sind,

- elner Unterseite, welche mit AuBenanschliissen zur Kontak-
tierung mit einem Schaltungstrdger versehen ist, und
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- Durchgangsléchern zwischen der Oberseite und der Untersei-
te, deren Wande zumindest teilweise metallisiert sind und
jeweils eine leitende Verbindung zwischen einer Kontakt-
stelle der Oberseite und einem entsprechenden Aufienan-
schluB der Unterseite herstellen, wobeil

- die Wande der Durchgangslécher im Bereich der Unterseite
des Tragerkdrpers mittels neben ihrer Umfangskante einge-
brachter ringférmiger Einkerbungen zumindest teilweise
freigelegt sind und freistehende Hocker als Aufenanschlis-

se bilden.

Durch die erfindungsgemidl vorgesehene Erzeugung der Hocker
mittels Einkerbungen auf der Unterseite des Zwischentrégers
sind diese in die unterseitige Oberfldche versenkt angeordnet
und stehen nicht oder allenfalls mit ihrer Metallisierungs-
schicht iiber diese Oberfldche vor. Trotzdem sind sie in der
Lage, temperaturbedingte unterschiedliche Ausdehnungen des
Zwischentréagers einerseits und eines Schaltungstragers ande-
rerseits aufzunehmen und auszugleichen. Die Kontaktierung er-
folgt auf kurzem Wege durch die metallisierten Bohrungen, die
innerhalb der Polymerhdcker zur Oberseite des Zwischentragers
verlaufen, wo die Halbleiterkomponente oder auch mehrere
Halbleiterkomponenten angeordnet und mit den Innenanschliissen

kontaktiert sind.

Vorzugswelse sind die Durchgangsldcher konzentrisch innerhalb
der Hocker ausgebildet, so daBl diese eine rohrfdrmige bzw.
kaminartige Gestalt besitzen. Mo6glich ist aber auch eine ex-
zentrische Anordnung zwischen Durchgangsldchern und Hbckern,
so daf letztere anndhernd die Gestalt eines Rohrsegmentes

aufweisen.

Ein besonders kompakter Aufbau 1a4Bt sich dann erzielen, wenn
der erfindungsgemédfie Zwischentrdger durch eine Folie aus ei-
nem Kunststoffmaterial gebildet wird, dessen Ausdehnungs-
koeffizient anndhernd gleich dem der Halbleiterkomponente, in
der Regel Silizium, ist. In diesem Fall kann die Halbleiter-
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komponente unmittelbar mit ihren Bauteil-AnschluBelementen
auf die Innenanschliisse am oberseitigen Ende der Durchgangs-
156cher gesetzt und kontaktiert werden, wodurch keinerlel Ver-
bindungsleiter in Form von Bonddréhten oder Leiterbahnen auf
der Oberseite des Zwischentrigers erforderlich werden. Ein
Ausgleich von unterschiedlichen Warmeausdehnungskoeffizienten
ist dann im wesentlichen nur zwischen dem Zwischentrdger und
dem Schaltungstrager erforderlich, und dieser Ausgleich er-
folgt liber die erfindungsgemdl vorgesehenen Polymerhdcker im

Unterseitenbereich des Zwischentragers.

Als Material fiir den Zwischentridger ist eine Folie aus LCP
(Ligquid Cristal Polymer) oder ein Material mit &hnlichen War-
meausdehnungseigenschaften besonders gut geeignet. Dieses Ma-
terial ist beispielsweise in der Zeitschrift Advancing Micro-
electronics, July/August 1998, Seite 15 bis 18, beschrieben.

In bevorzugter Ausgestaltung sind die externen AnschluBele-
mente durch eine Metallschicht auf dem &uBeren Rand der Hok-
ker gebildet, welche als Fortsetzung der Metallisierung in
den Durchgangsléchern ausgebildet ist. Sie kann mit einer zu-
satzlichen Lotschicht versehen sein; auch die Durchgangslé-
cher im Inneren der Hocker koénnen zusdtzlich mit Lotmaterial

ausgeflillt sein.

Besonders vorteilhaft ist eine Ausgestaltung der Erfindung
dahingehend, daR die Innenanschliisse lediglich als jeweils
eine die oberseitige Offnung des jeweiligen Durchgangsloches
tUberdeckende Fortsetzung der Metallisierung an den Innenwéan-
den der Durchgangsltcher ausgebildet sind. In diesem Fall
wird diese die Innenanschliisse bildende Metallisierungs-
schicht von der Unterseite des Zwischentrigers her durch die
Durchgangslécher unmittelbar auf die Bauteil-AnschluBelemente
der bereits aufgesetzten Halbleiterkomponente aufgebracht.
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Das erfindungsgemife Verfahren zur Herstellung eines An-
schluftragers fiir mindestens eine Halbleiterkomponente umfaflt
folgende Schritte:

_ eine Halbleiterkomponente wird mit ihrer AnschluBseite
derart auf der Oberseite eines flachen Trigerkérpers fi-
xiert, daB ihre Bauteil-Anschliisse auf der Oberseite des
Tragerkdrpers aufliegen;

- von der Unterseite des Trigerkdrpers her werden Durch-
gangslécher zur Freilegung der Bauteil-Anschlubelemente
der Halbleiterkomponente bis zur Oberseite durchgebohrt;

- die Innenwinde der Durchgangslocher und die freigelegten
Kontaktflachen der Halbleiterkomponente werden gleichzei-
tig mit mindestens einem Teil der Unterseite des Trager-
kérpers mit einer Metallschicht Uberzogen; und

- der Rand der Locher auf der Unterseite des Tragerkodrpers
wird durch eine ringférmige Einkerbung zumindest teilweise

freigelegt.

Vorzugsweise werden die ringférmigen Einkerbungen zur Freile-
gung der Lochrander ebenso wie die Bohrungen der Durchgangs-
locher mittels Laserbearbeitung vorgenommen. Dabei kann
gleichzeitig eine weitere Laserstrukturierung flir eine Lei-
terbahnstruktur auf der Unterseite des Tragerkdrpers vorge-
nommen werden. Bel diesem Prozefischritt koénnen die nicht be-
ndtigten Metallfléchen entfernt und die verbleibenden Metall-
flachen mit einer zusadtzlichen Metallschicht versehen werden.
Zur Erzeugung einer groBeren Dicke koénnen auf diese Metall-
strukturen zum Loten zusdtzliche Lotschichten (mit Zinn-Blei)
aufgebracht werden, so daB ein Arbeitsgang fiir einen Pasten-

druck nicht erforderlich wird.

Denkbar ist allerdings auch ein etwas anderer Verfahrensab-
lauf, beil dem die H&cker auf der Unterseite des Trigerkdrpers
bereits vor der Verbindung mit der Halbleiterkomponente er-
zeugt werden. In diesem Fall kdnnen die Hdcker sowohl durch
Laserstrukturierung als auch durch Pragen der Unterseite des
Tragerkdrpers erzeugt werden. In diesem Fall wiirde die Halb-
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leiterkomponente auf den mit den HOckern versehenen Trager-—

kérper aufgesetzt, und dann wiirde die Bohrung der Durchgangs-
16cher von der Unterseite durch die bereits vorgeformten Hok-
ker hindurch zur Oberseite des Trigerkdrpers mit anschliefien-

der Metallisierung durchgefihrt.

Die Erfindung wird nachfolgend an Ausfiihrungsbeispielen an-
hand der Zeichnung naher erldutert. Es zeigen

Figuren 1 bis 4 schematisch die einzelnen Phasen bei der Her-
stellung eines erfindungsgemdfen zwischentrédgers in Verbin-
dung mit einer Halbleiterkomponente,

Figur 5 eine Figur 4 entsprechende perspektivische Ansicht
auf die Unterseite eines geschnittenen Zwischentrégers und
Figur 6 schematisch die Montage eines erfindungsgemafen Halb-

leitermoduls auf einer Leiterplatte.

In den Figuren 1 bis 4 ist die Herstellung eines erfindungs-
gemaBen Zwischentrdgers gezeigt, wobeil der Zwischentriger be-
reits wahrend seiner Herstellung und Bearbeitung mit der
Halbleiterkomponente verbunden und kontaktiert wird. Der Zwi-
schentrager 1 besitzt einen Tr&agerkdrper 10, der aus einer
LCP-Folie mit einem &hnlich geringen Ausdehnungskoeffizienten
wie dem der Halbleiterkomponente gebildet wird. Bekanntlich
liegt der Warme-Ausdehnungskoeffizient von LCP nahe bei dem
von Silizium, so daB ein derartiger Tragerkdrper unmittelbar
mit einem Halbleiter verbunden werden kann, ohne daB bei
thermischer Belastung Gefahr durch unterschiedliche Ausdeh-
nung besteht. Wie in Figur 1 gezeigt ist, wird der Trigerkdr-
per 10 Uber eine zwischenliegende Klebstoffschicht 3 mit ei-
nem Halbleiterchip 2 verbunden, dessen BauteilanschluBelemen-
te in Form von Metallpads 21 dem Tragerkdrper 10 zugewandt
sind. Die Klebstoffschicht 3 kann beispielsweise eine Dicke
von 25 bis 50 pm aufweisen, wahrend die den Tragerkdrper 10
bildende LCP-Folie beispielsweise eine Dicke wvon 100 bis 200
pm aufweist. Denkbar ist auch die Verwendung einer Mehr-
schichtfolie, wobei zwischen den Schichten auch eine Leiter-

bahnstruktur vorgesehen sein kann.
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In einem weiteren Prozefschritt werden gemaf Figur 2 von der
Unterseite 10a des Tragerkdrpers Durchgangsldcher 11 Dbis zur
Oberseite des Tragerkdrpers 10 gebohrt, und zwar so, dabf sie
jeweils auf einen der fléchigen Bauteil-AnschluBRelemente 21
treffen. Diese AnschluBelemente werden damit freigelegt. Die
Bohrung erfolgt mit einem Laserbohrverfahren, wobel der La-
serstrahl so eingestellt wird, daf die Bauteil-

AnschluBelemente 21 nicht abgetragen werden.

In dem nichsten ProzeBschritt werden die Innenwdnde der
Durchgangslécher 11 ganz oder zumindest teilweise mit einer
Metallschicht 12 versehen, wobei diese Metallschicht {iiber-
gangslos auch auf den freigelegten Bauteil-Anschlufielementen
21 abgelagert wird. Der Halbleiterchip 2 ist somit unmittel-
bar mit dem Zwischentridger kontaktiert. Beim Aufbringen der
Metallisierung 12 koénnen auch die iibrigen Bereiche der Unter-
seite 10a des Tragerkdrpers 10 ganz oder teilweise mit einer
Metallschicht bedeckt werden.

Wie in Figur 4 weiter gezeigt ist, werden nunmehr jeweils um
die Durchgangslocher 11 herum ringfdrmige Einkerbungen 14
eingebracht, so daB jeweils kaminartige Hoécker 15 entstehen,
die in den Tragerkdrper 10 hinein versenkt angeordnet sind,
so daf sie nicht tiber die Unterseite 10a vorstehen. Die Ran-
der der Hocker sind bereits durch die vorhergehende Metalli-
sierung mit der Metallschicht 12 bedeckt und kénnen so unmit-
telbar als AuBenanschliisse fiir die Kontaktierung auf einer
Leiterplatte dienen. Die Tiefe der Einkerbungen 14 wird von
der geforderten thermischen Belastbarkeit bestimmt, da diese
Hbcker 15 nunmehr bel unterschiedlicher thermischer Ausdeh-
nung des Zwischentrdgers 1 mit dem darauf sitzenden Halblei-
terchip 2 einerseits und einer Leiterplatte andererseits die
auftretenden Belastungen aufnehmen und ausgleichen konnen.

Idealerweise werden die Einkerbungen 14 konzentrisch zu den
Durchgangsléchern 11 angeordnet, so daB die H&cker eine sym-
metrisch rohrférmige Gestalt aufweisen. Es ist aber auch
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denkbar, daB aus bestimmten Griinden oder aufgrund von Mabkab-
weichungen eine Einkerbung 16 (Figur 4) exzentrisch zu dem
entsprechenden Durchgangsloch 11 liegt, so dab ein einseitig
angeschnittener Hocker 17 in Form eines Ringsegments ent-

steht.

Gleichzeitig mit der Einbringung der Einkerbungen 14 kann
auch eine gewiinschte Leiterstruktur auf der Unterseite des
Triagerkdrpers 10 durch Laserbearbeitung im gleichen ProzeR-
schritt vorgenommen werden. Dabei kénnen die nicht bendtigten
Metallflichen entfernt und die verbleibenden Metallflé&chen
mit einer zusdtzlichen Metallauflage versehen werden. Insbe-
sondere zur Erzielung einer grdBeren Metalldicke koénnen Lot-
materialien auf dem als Aulenkontakte 18 dienenden R&andern

der Hocker aufgebracht werden.

Figur 6 zeigt die Kontaktierung eines erfindungsgemdaflen Mo-
duls mit einem Zwischentridger 1 und einem Halbleiterchip 2
auf einer Leiterplatte 4, wobei die AuBenkontakte 18 jeweils
mit einer Lotschicht 19 aus Zinn-Blei verstarkt sind. Weiter-
hin ist in Figur 6 zu sehen, daB die Zinn-Blei-Legierung 19

auch eines der Durchgangslocher 11 ausfillt.
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10

Patentanspriiche

1. Zwischentriger fiir ein Modul mit mindestens einer Halblei-
terkomponente (2,), bestehend aus einem flachen Tragerkérper
(10) mit

- einer Oberseite, auf der Innenanschliisse (22) zur Verbin-
dung mit Bauteil-AnschluBelementen (21) einer Halbleiter-
komponente (2) ausgebildet sind,

- einer Unterseite (10a), welche mit AuBenanschliissen (18)
zur Kontaktierung mit einem Schaltungstrdger (4) versehen
ist, und

- Durchgangsldchern (11) zwischen der Oberseite und der Un-
terseite, deren Wiande (12) zumindest teilweise metalli-
siert sind und jeweils eine leitende Verbindung zwischen
einem InnenanschluB (22) der Oberseite und einem entspre-
chenden AuBenanschlufl (18) der Unterseite herstellen,

wobeil

die Wande der Durchgangslocher (11) im Bereich der Unterseite

(10a) des Tragerkorpers (10) mittels neben ihrer Umfangskante

eingebrachter ringférmiger Einkerbungen (14;16) zumindest

teilweise freigelegt sind und freistehende Hocker (15;17) als

AuRenanschliisse (18) bilden.

2. Zwischentrdager nach Anspruch 1,

dadurch gekennzedilchnet, daB die Hécker
(15) durch konzentrische ringférmige Einkerbungen (14) rohr-
formig ausgebildet sind.

3. Zwischentrager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeilchnet, daB die Hbcker
(17) durch exzentrische, anndhernd ringférmige Einkerbungen

(16) anndhernd in Form von Rohrsegmenten ausgebildet sind.

4. Zwischentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeilchnet, daB als Tra-

gerkdrper eine Folie aus einem Kunststoffmaterial verwendet
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wird, deren Ausdehnungskoeffizient anndhernd gleich dem der

Halbleiterkomponente (2) ist.

5. Zwischentriger nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeilchnet, dab als Tréa-
gerkdrper (10) eine Folie aus LCP (Liquid Crystal Polymer)

dient.

6. Zwischentridger nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dak
die AuBRenanschliisse (18) in Form einer Metallschicht auf dem

duBeren Rand der H6cker (15;17)ausgebildet sind.

7. Zwischentridger nach Anspruch 6,
dadurch gekennzedilchnet, daB die Aulen-

anschluBelemente eine zusidtzliche Lotschicht (19) tragen.

8. Zwischentridger nach einem der Anspriiche 6 oder 7,
dadurch gekennzedilchnet, daB die Durch-
gangslécher (11) zumindest teilweise mit Lotmaterial (19) ge-
fillt sind.

9. Zwischentridger nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daB die Innen-
anschliisse (22) auf der Oberseite des Tragerkdrpers (10)
durch eine Metallschicht auf den Bauteil-AnschluBelementen
(21) einer mit dieser Oberfldche verbundenen Halbleiterkompo-
nente gebildet sind, wobei die Metallschicht (12) durchgehend
sowohl die Wande der Durchgangslécher als auch die zu den
Durchgangsldchern gewandten Kontaktflache der Bauteil-
Anschlufelemente (21) bedeckt.

10. Halbleitermodul, gebildet durch einen mit einem Zwischen-
trager gemidB einem der Anspriiche 1 bis 9 verbundenen Halblei-
terchip.
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11. Verfahren zur Herstellung eines Zwischentrédgers nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 9 fir mindestens eine Halbleiterkom-
ponente mit folgenden Schritten:

- eine Halbleiterkomponente (2) wird mit ihrer AnschluBseite
derart auf der Oberseite eines flachen Tragerkorpers (10)
fixiert, daB ihre Anschluf-Kontaktelemente auf der Ober-
seite des Tragerkdrpers (10) aufliegen;

- von der Unterseite (1l0a) des Tragerkdrpers (10) werden L&-
cher (11) zur Freilegung der Bauteil-AnschluBelemente (21)
der Halbleiterkomponente (2) bis zur Oberseite durchge-
bohrt;

- die Innenwiande der Durchgangslécher (11) und die freige-
legten Oberflachen der Bauteil-AnschluRelemente (21) wer-
den mit einer Metallschicht (12) iberzogen; und

- der Rand der Durchgangsldcher (11) auf der Unterseite des
Tragerkdrpers (10) wird jeweils durch eine umlaufende Ein-

kerbung (14;16) freigelegt.

12. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, daB die Ein-
kerbungen (14;16) zur Freilegung der Lochradnder durch Laser-

bearbeitung erzeugt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeidichnet, daR die Ein-
kerbungen durch Pragung der Unterseite des Tr&agerkdrpers (10)
erzeugt werden, daB danach die Halbleiterkomponente (2) auf
die Oberseite des Tragerkdrpers (10) aufgebracht und daB dann
die Durchgangsldécher (11) von der Unterseite her gebohrt und
schlieBlich die Innenwinde der Durchgangsl®dcher und die frei-
gelegten Bauteil-AnschluBelemente der Halbleiterkomponente
mit der Metallschicht (12) {iberzogen werden.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 14,
dadurch gekennzedilichnet, daB eine auf
der Unterseite des Tragerkdrpers (10) aufgebrachte Metall-
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schicht (13) durch Laserbearbeitung zur Erzeugung einer Lei-
terbahnstruktur teilweise entfernt wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 14,
dadurch gekennzedlchnet, daB zumindest
die Rander der Hocker (15) mit einer Lotmetallisierung vese-

hen werden.
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